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【はじめに】 InAs/GaAs量子ドット（QDs）レーザの高性能化の鍵の一つは、QDs総個数を増や

す（多積層化する）ことである。しかしながら、InAs は GaAs よりも格子定数が大きくこの歪蓄

積のために、積層数を増やせば増やすほどに、高品質な構造を実現することは困難になる。この

解決策として、GaAsよりも格子定数の小さな GaP 層[1]や GaNAs層[2]を構造中に導入し全体とし

て格子整合をとる手法、いわゆる歪補償成長法が提案されている。我々も、光通信レーザ応用を

念頭に、1.3µm帯 InAs/GaAs QDs構造への GaP(As)層導入を検討している。本講演では、GaP(As)

層（同層単体の成長検討は[3]）の挿入が直下の InAs QDsに与える影響について報告する。 

【実験】 MBE 法により構造の異なる四種類の単層 QDs試料を作製した。InAs QDsを、GaInAs

層で埋め込んだ標準構造、GaInAs 層に続いて GaAs層を挟んで GaP(As)層を導入した構造、GaInAs

層に続いて GaP(As)層を導入した構造、GaInP(As)層で直接埋め込んだ構造である。 

【結果と考察】 Fig.1 に、構造模式図と室温でのフォトルミネッセンス（PL）スペクトルを示す。

GaP(As)層が InAs QDs層に近接すればするほど PLピーク波長は顕著に短波長化した。InAs QDs

のエネルギーバンド構造が GaP(As)層の影響を強く受けることが分かった。一方で、何れの構造

においてもその PL強度は GaP(As)層を用いない標準構造と同等以上であった。これは両材料系の

組み合わせにより高品質な構造を実現できたことを意味している。以上の結果により、1.3µm 帯

発光を有する InAs/GaAs QDs の実現に向けて、InAs QDs

層と離して GaP(As)層を配置すること（積層構造でいえば

GaAs中間層に GaP(As)層を導入することに相当）、あるい

は低 P 組成の GaPAs 層を活用することの必要性が明らか

になった。 
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Fig.1  Photoluminescence spectra 
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